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	注：在极限值之外的任何其他条件下，芯片的工作性能不予保证。
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	PVDD=9V，RL=33uH+3Ω，TA=25℃
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	退耦电容（Cs）的选择
	在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压纹波抑制性能。XA991
	输入电容（Ci）的选择
	XA9913DB 输入系统中，输入端是个高通滤波器，输入电容是必须的。输入端作为高通滤波器时，滤波器
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	输出加贴片铁氧体磁珠滤波器典型应用电路
	注：必须注意，自功耗是输出功率的函数。

	XA9913DB PCB 布线注意事项
	芯片的封装
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